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PRACTICA 5- MEDIDA DEL FRENTE DE ABSORCION FUNDAMENTAL DE UN
SEMICONDUCTOREN FUNCION DE LA TEMPERATURA

5.1 Representa € espectro de absorcion del InSe y del slicio a temperatura ambiente. Representa y
gusta adecuadamente aguello que te permita decidir € carécter indirecto o directo (con 0 sin excitén)
del frente y € vdor de la energia de la banda prohibida. Sefida los vaores que se obtienen dd guste y
e vaor find de dichaenergia

Espectro de absorcién del Silicio (T= ) Slicio- frente de tipo:
DETALLESDEL AJUSTE: Eqy(T= )=
Espectro de absorcion del InSe (T= ) InSe- frente de tipo:

DETALLESDEL AJUSTE:
Eo(T= )=
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5.2 Rediza una gréfica para cada muestra en la que aparezcan los espectros de absorcion obtenidos a
las digtintas temperaturas, de forma que se pueda apreciar € desplazamiento dd frente de absorcion.
Pedes fijar un vaor de coeficiente de absorcion ytabular las energias para las que se obtiene ese vador
acada remperatura.
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5.3 Representa, Sn usar & ordenador, los vaores tabulados antes y rediza un gudste lineal aproximado
con unaregla (visible), que permita determinar € coeficiente de temperatura a=dEy/dT .
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5.4 En € caso dd dlicio, compara los valores de la energia de la banda prohibida y dd coeficiente de

temperatura con los de la hibliografia y comenta brevemente la posble casa de eventudes
discrepancias. ¢es correcto € valor obtenido de la energia de la banda prohibidaa 0 K?.



